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【はじめに】	
 我々は、Mg2Si結晶とこれを基板に用いた赤外線センサの開発を進めている[1-3]。

前回までに OCVD 法を用いて評価した、pn 接合 Mg2Si フォトダイオードの少数キャリアライフ

タイムについて報告し、室温での少数キャリアライフタイム（正孔）が 0.2-0.5µsecほど、低温に

するとライフタイムが長くなり、140K付近で 5µsecになることを報告している[4,5]。一方で、こ

のライフタイムの長短が何に支配されているかは明らかにできておらず、今後調べていく必要が

ある。今回、Auの汚染の影響について調査するため、Agのみを拡散させて作製した Mg2Si PDの

ライフタイムを OCVD法で評価したので報告する。 

【実験方法】	
 鏡面研磨後の n 型 Mg2Si 基板を脱脂洗浄した後，表面に拡散源の Ag をメタルマ

スク蒸着し，ランプ加熱炉にて高純度 Ar雰囲気中で，450℃，10分間の熱拡散を行った。作製し

た試料は J-V特性とライフタイムを評価した。OCVD測定にはファンクションジェネレータで 1-

2Vの順バイアスパルス電圧を印加し、デジタルオシロスコープにより電圧波形を観測した。この

電圧の減衰波形の傾きからライフタイムを算出した。  

【実験結果と考察】	
 Fig.1 は，同一ロッドの n型

Mg2Si基板に Agのみを蒸着して拡散した PD（#1）

と Au/Ag を蒸着して拡散した PD（#2）の OCVD

測定結果である。Agのみを拡散 した#1試料は減

衰が緩やかであり、ライフタイムは 0.89µsecとな

った一方で Au/Ag を蒸着して拡散した#2 試料は

0.46µsecであり、その差が２倍程度生じた。Auは

Si中ではライフタイムキラー不純物として知られ

ており、Mg2Si 中でもライフタイムを短くしてい

る可能性が示唆される。 
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Fig. 1 OCVD curves of Mg2Si-PD fabricated with #1 Ag  
and #2 Au/Ag diffusion source. 
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